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四、選修大學部相關課程計入研究所畢業學分

二、應修最低畢業總學分共 21-' 包括下列兩項:

1.學科:必修最低」一學分、選修最低，~學分。

2.畢業論文:~一學分

一、修業年限:

1.最低修業年 'f良: 1年
2. 最高修業年限 :4 年(不包括休學年限 2 年)

必修科目不及格應予重修，

在職生得延長修業年限一年

研究生學業及操行成績均以 70 分為及格。
操行成績不及格者，予以退學。

學業平均成績佔畢業成績 50%

※必修+選修+畢業論文=最低畢業總學分。

依本校抵免學分辦法，並應於入學當學期加退

還課程截止日期前申請抵免。

本校學生還課辦法規定:研究生因課業需要，除本
~ (所)基本應修學分外，經本系(所)主任(所
長)與指導教授及開設課程學系主任之同意，線轉

糊齣騙局嗨!樣輛;第l!~瓣，並於修習
通過後計入畢業學分，但以三學分為限。

合校際遺言果學分學分

學分

12

7

學分12

五、承認外系(所)學分:最多

六、必修科目及學分數:共

三、抵免學分:最高

2.

科目名手進

畢業論文

書報討論(一)

學分數

6

1

必修科目未修滿不得畢業。

學分|本校研究所碩士班章程規定，研究生應補修之

大學部基礎課程，由系主任(所長)及指導教

授決定之，但補修及格後，不計入畢業學分。

未補修及格前，不得參加學位考試。

論文考試成績佔畢業成績 50%

O七、~所指定應補修大學部基礎科目(不計入畢業學分) :共

論文不及格而修業年限未屆滿者，得於次學

2. 研究生修完最低修業年限且修辜規定課程及學分，並完成研究論文|年或次學期申請重考一次，重考仍不及格者，
初稿者，得於當學期完成註冊選諜後，於預定舉行論文考試日期至少|予以退學。重考及格者之成績，概以 70 分
二十天前，提出論文考試申請。論文考試成績以 70 分為及格。|計算。

九、其他:英語能力畢業練車:由各指導教授自行要求。|依 íl蜀立中興大學學生英文能力畢業標準檢定
碩士班學生入學後必須修習且通過至少二門核心課程始能畢業。|辦法」第 2 條規定，技權象所自訂研究生英語
核心課程包令以下科目:|能力畢業標準。 (98.3.26 第 57 次教務會議訂
說射原理、電種動力學、固態熱力學、電子顯微鏡原王軍、|定)
材料界面科學、高等固態擴散、材料缺陷、囝態物理(一)。

八、碩士學位考試(論文考試) :

1.研究生入學第一學年結束前，應商請指導教授。

※必修科目及畢業學分數規定，由象所依各學年課程規劃表填列。
※相關章程規定奎詢網址: http://www.nchu.edu.tw/~indodep/chinese/ru1e.htm

~ (所)承辦人: i助教張琇哇! ~主任(所長)簽章 i
!路1璽研!

ti 年 〉 月 l.f 日

/、! 98.08.13 修訂



材料科學與工程學象碩士班畢業條件明細表 (98 學年度起入學適用)
專業選修料目列表

科目名稱 全或半 學分 科目名稱 全或半 學分
(1) 書報討論(二) ~ \h 。 (41) 光電材料與元件 半 3
(2) 電子顯微鏡原理 半 3 (42) 固態化學 半 3
(3) 實用電子顯微鏡 半 3 (43) 磁記錄原理與應用 半 3
(4) 繞射原理 半 3 (44) 薄膜與奈米機械分析 半 3
(5) 實用繞射學 半 3 (45) 光電高分子材料 半 3
(6) 回態物理(一) 半 3 (46) 熱電材料 半 3
(7) 固態物理(二) 半 3 (47) 半導體製;程與設備導論 半 3
(8) 固態熱力學 半 3 (48) 物理冶金通論 半 3
(9) 電化學方法與應用 半 3 (49) 奈米檢測技術 半 3
(10) 科技論文寫作 半 3 (50) 奈米與生醫光電通論 半 3
(11) 表面科學 半 3 (51) 太陽光電科技導論 半 3
(12) 相變化 半 3 (52) 光資訊儲存技術 半 3
(13) 材料接合技術 半 3 (53) 光學薄膜 半 3
(14) 機械性質 半 3 (54) 高分子科學 半 3
(15) 鐸接冶金 半 3 (55) 奈米科技導論 半 3
(16) 鐸接技術 半 3 (56) 功能性高分子材料 半 3
(17) 高等熱處理 半 3 (57) 電子能譜表面分析 半 3
(-18) 輕金屬材料製程 半 3 (58) 實用光學薄膜 半 3
(19) 陶瓷製程 半 3 (59) 進階磁性材料 半 3
(20) 凝固與鑄造 半 3 (60) 進階薄膜製程 半 3
(21) 奈米製程 半 3
(22) 電漿製程技術 半 3 。備註:

(23) 薄膜科學 半 3 1.本率最低應選修」之學分。

(24) 破壞科學 半 3
2. 以上還修料目來自課程規劃'可能未成班或停
閉。

(25) 脈衝表面工學 半 3 3. 本系專業選修科目如有新增等異動，請以最新
(26) 厚膜製程 半 3 學年度之課程規劃表為依據。
(27) 高分子物理性質 半 3
(28) 光電顯示器專題 半

(29) 液晶材料 半 3
(30) 生醫材料 半 3
(31) 高溫材料 半 3
(32) 奈米材料 半 3
(33) 光纖材料 半 3
(34) 材料分析與檢測 半 3
(35) 磨耗學 一、

半 3
(36) 殘留應力量測與分析 半 3
(37) 表面工程實驗 半 3
(38) 氧化動力學 半 3
(39) 非晶形材料 半 3
(40) 超大型積體電路製程 半 3

f

系承辦人: 世5克張琇雅 i 系主任(所長)簽章:國觀調J ;1年>月午日

98.08.13 修訂
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